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ENDUSTRIYEL ELEKTRONIK
(Kisa Sinav 3)

Sekil-a’da verilmis olan devrede yiik olarak bir PTC kullanilacak ve devrenin ¢ikisina Sekil-
b’deki devre baglanarak 0°C<T<100°C aralifinda c¢alisacak bir sicaklik-gerilim ¢evirici
olusturulacaktir. PTC’nin direng-sicaklik iliskisi Rt = Ro.e®' seklindedir. Bu eleman
T=0°C’de Rt =90 Ohm, T = 100°C’de Rt=9000hm diren¢ degeri gostermektedir. PTC I =
ImA’lik bir akimla siiriilecektir. Sicaklik-gerilim ¢eviricinin ¢ikig geriliminin T=0°C’de
V=0, T=100°C’de Vo= -10V olmasi isteniyor. Logaritmik kuvvetlendiricide R; = 1kOhm
olarak verilmistir. Vcc = Vgg =12V, Vgt = Vo’ = 1V dur.

a- Akim kaynagi devresinin Vp, referans gerilimini belirleyiniz.

b-V,er gerilimini ve R3 direncinin degerini belirleyiniz. Bu degerleri hangi kriterleri gozoniine
alarak belirlediginizi kisaca aciklayimiz.

c- Olgiilebilecek en yiiksek sicaklik degerini bulunuz.
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